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強誘電性Hf0.5Z0.5O2 (HZO)を用いたMetal-Ferroelectric-Metal (MFM)キャパシタに
対し、最初の電界印加によって、HZO中に欠陥が生成され、電気的特性が変化する。
この電界印加過程において、印加電圧と電気的特性の変化を詳細に検証することで、
欠陥生成とHZO膜の強誘電性との関連を調査した。

実験
Experimental

試料の作成は以降の手順による。n+Si基板上にDCスパッタ法によりTaN下部電極
を形成し、その上にRFスパッタ法により30 nmのHZO層を堆積、さらに10 nm
のTaN上部電極を形成し、860°CのRapid Thermal Annealingによる熱処理を行っ
た。A l 電極を堆積し た後リソグラ フィと R I Eにより電極加 工 し、M e t a l -
Ferroelectric-Metal（MFM）キャパシタを形成した。

結果と考察
Results and Discussion

残留分極―電圧（PV）測定を行い、この手法で作製したMFMキャパシタが強誘電
性を示すことを確認した。Fig. 1はMFMキャパシタに対し、スイープ電圧幅を0.1 
Ｖづつ増加させて連続測定した電流–電圧（I–V）測定結果である。1回の電圧スイー
プサイクルで、反時計回りにヒステリシスが発生する。スイープ幅を増加させると、
電圧増加時のI–V特性は直前のスイープサイクルでの電圧減少時のI–Vとほぼ一致し
ている。スイープ幅が1.6 V以上では、電圧増加時と減少時のI–Vにはヒステリシス
は見られなくなる。この挙動から電界強度に依存したトラップの増加が示唆される。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

Fig. 1 (a)-(h) Sequential I–V of the MFM capacitor.
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